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 現在のパワーデバイスの多くには Si が用いられている．しかしながら，次世代パワーデバイ
ス材料として Si は物性限界を迎えているため，シリコンカーバイド(SiC)などのワイドギャップ半















 第 3 章では，安全性を考慮した貴金属の回収方法について検討した．第 2 章の方法では，













 第 6章は，本研究の総括である． 
 
 
 
